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Elektronik I, WS 12/13 — Ubung 9

Aufgabe 1) Gunn-Effekt.

Erklaren Sie in eigenen Worten, was man unter dem Gunn-Effekt versteht. Welchen tech-
nischen Nutzen kann man aus dem Gunn-Effekt ziehen?

Aufgabe 2) Diffusionskonstante, Temperaturabhangigkeit der Beweglichkeit.

Berechnen Sie die Diffusionskonstante fiir Locher und fir Elektronen in einem Si, Ge
und GaAs-Halbleiter, der mit einer Dotierungsdichte von N = 10%° dotiert wurde. Der
Halbleiter befindet sich bei 300 K.

a) Es wird beobachtet, dass u mit steigender Temperatur abnimmt. Begriinden Sie dies
anschaulich.

b) Was erwarten Sie beziiglich der Beweglichkeit u wenn die Dotierung vergroBert wird
und die Temperatur konstant bleibt?

Die Ubung am 11. Dezember musste leider ausfallen. Sie wird am Ende des Semesters
nachgeholt. Am 18. Dezember werden die Ubungsblatter 8 und 9 behandelt.
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